
VDC 1200  V

QC 86  nC

IF (TC<135°C) 20  A

Amp+ TM  Features Amp+ TM  Benefits Amp+ TM  Applications

Part # Package Marking

GP2D020A120A TO-220-2L GP2D020A120

IF,max

VRRM V

dv/dt V/ns

Ptot W

TJ, Tstorage °C

Tsolder °C

N-m

min. typ. max.

VDC 1200 - -

- 1.6 1.8

- 2.2 2.7

- 4.0 200

- 120 700
Reverse current IR

VR=1,200V, Tj=25 
o
C

mA
VR=1,200V, Tj=175 

o
C

DC blocking voltage

V
Diode forward voltage VF

IF=20A, Tj=25 
o
C

IF=20A, Tj=175 
o
C

Mounting torque M3 Screw 1

Electrical Characteristics, at Tj=25 °C, unless otherwise specified

Static Characteristics Symbol Conditions
Values

Unit

Operating & storage temperature Continuous -55…175

Soldering temperature Wave soldering leads 260

Diode dv/dt  ruggedness Turn-on slew rate, repetitive 50

Power dissipation TC=25 °C 357

A
2
s

TC=150 °C, tp=8.3 ms 42

Repetitive peak reverse voltage Tj=25 °C 1200

Non-repetitive peak forward current TC=25 °C, tp=10 ms 400

i
2
t  value i 2

dt
TC=25 °C, tp=8.3 ms 106

TC=125 °C, Tj=175 °C 36

TC=150 °C, Tj=175 °C 24

Surge non-repetitive forward current

sine halfwave
IF,SM

TC=25 °C, tp=8.3 ms 160

TC=150 °C, tp=8.3 ms 100

Maximum Rating Symbol Conditions Value Unit

Continuous forward current IF

TC=25 °C, Tj=175 °C 65

A

                       

GP2D020A120A

1200V SiC Schottky Diode

• High surge current  capable
• Zero reverse recovery current
• High bandwidth
• Fast, temperature-independent switching

• Unipolar rectifier
• Zero switching loss
• Higher efficiency
• Smaller heat sink
• Parallel devices with thermal stability

• Motor drives
• Switch mode power supplies
• Power factor correction
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min. typ. max.

QC - 86 - nC

tC - - <10 ns

- 1270 -

- 74 -

- 72 -

RthJC - 0.42 - o
C/W

       Fig. 1  Forward Characteristics (parameterized on Tj) Fig. 2  Reverse Characteristics (parameterized on Tj)

      Fig. 3  Power Derating Fig. 4  Current Derating

Typical Performance 

pFVR=600V, f=1 MHz

VR=1,200V, f=1 MHz

Thermal Characteristics 

Thermal resistance, junction-case Package (flange) mount

Total capacitive charge VR=1,200V, Tj=25 
o
C

Switching time
diF/dt=200 A/ms

Tj=150 °C

Total capacitance C

VR=1 V, f=1 MHz

Parameter Symbol Conditions
Values

Unit

AC Characteristics

1200V SiC Schottky Diode Amp +TM GP2D020A120A
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     Fig. 5  Capacitance Fig. 6  Recovery Charge

Package TO-220-2L

1200V SiC Schottky Diode Amp +TM GP2D020A120A

Package Dimensions
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Note
RoHS Compliance
The levels of RoHS restricted materials in this product are below the maximum concentration values (also referred to as the threshold limits) permitted for such substances, or are used in an exempted application, in accordance with
EU Directive 2011/65/EC (RoHS2), as implemented March, 2013. RoHS Declarations for this product can be obtained from the Product Documentation sections of www.gptechgroup.com.

REACh Compliance
REACh substances of high concern (SVHCs) information is available for this product. Since the European Chemi- cal Agency (ECHA) has published notice of their intent to frequently revise the SVHC listing for the foreseeable
future,please contact our office at GPTG Headquarters in Lake Forest, Californiato insure you get the most up-to-date REACh SVHC Declaration. REACh banned substance information (REACh Article 67) is also available upon request.

This product has not been designed or tested for use in, and is not intended for use in, applications implanted into the human body nor in applications in which failure of the product could lead to death, personal injury or property
damage, including but not limited to equipment used in the operation of nuclear facilities, life-support machines, cardiac defibrillators or similar emergency medical equipment, aircraft navigation or communication or control systems,
or air traffic control.

Global Power Technologies Group Inc., Reserves the right to make changes to the product specifications and data in this docum ent without notice.
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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